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AAT001-10E TMR 角度センサ 
【【主主なな特徴】】 

● トンネル磁気抵抗(TMR)技術 

● 増幅なしで大きな出力信号 

● 広いエアー・ギャップ許容範囲 

● 極小電力のための高抵抗 

● Sin/Cos 出力 

● 超小型 TDFN6 パッケージ 

 

【【代表的なアプリケーション】】  

● ロータリ・エンコーダ 

● 自動車の回転位置センサ 

● モータのシャフト位置センサ 

● ノブ位置センサ 

 

【【概 要】】  

AAT001-10E 角度センサは 4 個の TMR トンネル磁気抵抗素子から成るユニークなアレイです。

TMR センサ素子は、パッケージの中に 90°ずつ回転された 4素子で構成され、ブリッジ接続さ

れています。センサと加えられる磁界の角度のサインとコサインの比例値を出力します。各々の

TMR センサ素子は約 1.25MΩの抵抗値を有します。出力は供給電圧に比例し、peak to peak 出

力電圧は他のセンサ技術の場合より格段に大きくなっています。このパーツは NVE 社の 2.5mm 

x 2.5mm x 0.8mm(厚さ)の TDFN6 表面実装パッケージで封止されています。 

 

【【動 作】】  

各々のセンサ素子は 2 つの磁気層を含んでいます。それらは、ピン(固定)層と、自由(可変)層

です。下図は矢印を用いて 2 つの層の構成を示しています。 
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外部磁石はセンサの平面に飽和磁界(30～200Oe)を加えます。下図に示すように、棒磁石や 

スプリット・ポール磁石を使用します。 

 
 

センサ素子自由層は外部磁界の方向に並びます。印加される磁界の方向が変化すると、自由層

とピン層の角度が変化して TMR 素子の抵抗値が変わり、デバイスの出力電圧が変化します。 

出力は外部磁石のサイズと強さに依存しますが、磁石とセンサ素子間のエアー・ギャップが変化

しても、出力の変化は僅かです。下図は、5V の供給電圧で、半径 12mm厚さ 4mmのスプリット・

ポールのフェライト磁石を用いて印加された磁界の角度対センサ出力のグラフを 3 つの異なるエ

アー・ギャップについて示しています。 
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【機能ブロック図、マーキング、ピン機能】 

AAT001-10E のパッケージは、FCVe とマーキングされています。デバイスは、90°ずつ回転され

たピン層を有する 4個のセンサ抵抗から構成されています。これらの抵抗は 2個のハーフ・ブリ

ッジの形に接続され、サインとコサインの波形を出力します。 

          
【【仕 様】 
Parameter Test  Condition Min. Typ. Max. Units 
Resistance (Each Resistor)

 
25℃ 0.6 1.25 2.5 MΩ  

Peak to Peak Signal Level Operating at 25℃ 130 160 180 mV/V 

Required Applied Magnetic Field Strength Operating 30  200 Oersted２ 

Angular Measurement Error Operating   3 Angular Degrees 

Supply Voltage Operating   5.5 V 
Offset Voltage Operating at 25℃ -10  10 mV/V 

Temperature Range of Operation Operating -40  125 ℃ 

Temperature Coefficient of Resistance Operating  +0.09  %/℃ 

TCOV3 Operating  -0.13  %/℃ 

  

【【絶対最大定格】 
Parameter Min. Typ. Max. Units 
Supply Voltage

 
  7 Volts 

Storage Temperature -40  170 ℃ 

ESD (Human Body Model)   2000 Volts 

Applied Magnetic Field1   Unlimited Oe 

 

(注記) 

1. 強磁界を加えても、NVE 社のセンサはダメージを受けません。 

2. 1 Oe (Oersted) = 空気中の 1 ガウス = 0.1 millitesla = 79.8 A/m 

3. TCOV は、定電圧源から給電した時の、温度範囲における出力信号のパーセント変化です。 

4. 抵抗値は、印加される飽和磁界によって規定されます。 
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【【パッケージ図 TDFN6  2.5mm x 2.5mm】】  
 

 

  
(注記)  

● 寸法単位mm 

● 中心のパッドは、フローティングにするか、または GND に接続します。 
 

NVE 社は、NVE 社製品の使用または当該使用から生じるおそれのある、特許権または第三
者に許諾された権利もしくは、ライセンスの侵害についていかなる責も負いません。いかなるライ
センスも NVE 社の特許品または特許権に基づき、含意その他によって許諾されるものではあり
ません。NVE 社は、NVE 社製品を生命維持装置、システムまたはその他の重大用途に使用する
許諾も保証もしません。かかる用途における NVE 社製品の使用は、完全にお客様独自のリスク
でなされることと解釈されます。 
 
本仕様の内容は、予告なく変更されることがあります。 
本カタログは、NVE社のカタログに基づき、その内容を転記（和訳）してあります。仕様等につきましては、NVE社のカタログが優

先されます。最新のカタログは NVE社のホームページ（ www.nve.com ）よりダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

SB-00-024 ; September21,  2009 

 

⑥ ④ 

① ③ 

2.50±0.10 

2.50±0.10 

PIN1 

INDEX AREA 

0.20 REF. 

0.80 MAX. 
④ ⑥ 

③ ① 

2.00±0.05 

1.30±0.05 

C0.10 

PIN1 ID 

0.30±0.05(6X) 

1.30 REF.(2X) 

0.30±0.05(6X) 

0.65 TYP.(4X) 

0.0-0.05 

本社：東京都新宿区上落合 1-16-7 エヌケイビル 
TEL： 03-6804-1411 FAX：03-5338-7841 
ホームページ： www.kkrocky.com 
営業所 : 大阪 前橋 
関係工場 : 株式会社 ハイ-パステック 

<日本代理店> 

✉info@kkrocky.com 

http://www.nve.com/
http://www.kkrocky.com/

